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W celu wytwarzania siarczanu amonu w

postaci duzych krysztaléw proponowano
juz szereg sposobdéw, przyczem niektore z
nich znalazly zastosowanie w technice.
Sposoby te polegaja w zasadzie albo na
stosowaniu szczegbélnego mieszanta, albo
tez na dodawaniu odpowiednich rozpu-
szczalnych cial organicznych lub nieorga-
nicznych. Wedlug sposobéw pierwszego
rodzaju narastanie krysztaléw nastepuje
wskutek utrzymywania przez czas dluzszy
w przesyconym roztworze cieklym malych
krysztaléw w stanie unoszenia si¢ bez
zmiany ich ksztattu. Dodatki wedlug dru-
giego rodzaju sposoboéw wywolujg w cieczy
wyparowywanej zmiane ksztalte kryszta-
téw, mianowicie ich powiekszanie si¢ w
pewnym okreslonym kierunku. Dodatki te

moga si¢ skladaé np. z soli Zelaza, chromu
lub glinu lub tez z okreslonych zwiazkéw
organicanych, zwlaszcoza sulfokwaséw.

Warunkiem istotnym przy stosowaniu
tego rodzaju dodathkéw jest przewaznie ko-
niecznoéé¢ utrzymywania w wyparowywa-
nej cieczy okreslonego steienia kwasowe-
go. Steizenia te w pewnmych warunkach sa
tak duze, iz zawartos¢ kwasu w suchej soki
przekracza granice, dopuszczalne w han-
dlu, wskutek czego sél malezy dodatkowe
traktowaé w specjalny sposéb, aby nada-
wala si¢ ona do celow handlowych. Wy-
magane steZenia kwasowe moga rowniez
powodowaé nadieranie aparatury do wy-
twarzania soli i przez to uniemoiliwié¢ wy-
twarzanie soli.

Z wymienionych powyzej dodatkéw o-
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kazaly’ si¢ dotychczas - szézegblnie - odpo-

wiednie sole glinowe. Jako sole bezbarwne

"nie \sywolu]a, orne mej;oza,&‘a\nych zabarwieri

. produktu ostdtecznego. Jednak dzigki do-

datkowi soli glinowych ortrzymuw si¢ nie-
jednokrotnie stosunkowo. wydluzone, .cien-:

kie krysztaly, latwo lamliwe i posiadajace
poza tem t¢ wade, ze ulegaja one-latwo
spilénieniu, dzigki czemu suszenie ich jest
bardzo utrudnione. Trudno$é t¢ mozna usu-
naé :
‘znacznego dodatky kwasu, jco powoduje
jednak koniecznosé nastepnego zobojetnia-
nia otrzymanej soli am.gmakxem
Stwierdzono, ze pray, wyparowywamu
roztworu siarczanu amonu w obecnosci soli

glinowych mozna uzyskaé szczegélnie duze

krysztaly o bardzo dobrych wlasciwosciach,
jesli: do tego foztworu dodaé niewielkie
ilosci rozpuszczalnej w: wodzie soli glinu, a

niezaleznie od tego — nieznaczne ilosci
rozpuszczalnej w wodzie soli takich metali,
jak s6d, potas, magnez, cynk lub mangan,
ktére tworza latwo rozpuszczalne siarcza-
ny. Stezenie kwasowe, jakie nalezy przy
tem utrzymaé, jest tak nieznaczne, iz poz-

niejsze zoboj¢tnienie otrzymanej soli nie -

jest konieczne. Tak otrzymane krysztaly
siarczanu amonu odznaczaja si¢ bardzo
znaczng wytrzymaloscia podczas transpor-
tu. Krysztaly te zaréwno pod wzgledem
swej wielkosci, jak i wytrzymaloéci znacz-
nie przewyzszaja krysztaly, otrzymywane
tylko w obecnosci soli glinowych przy od-
powiednio znacznym dodatku kwasu. Sole
moga byé stosowane w postaci latwo roz-
puszczalnej, np. jako siarczany, chlorki lub
octany. Wystarcza w zupelnosci nieznaczna
ilosé tych soli, aby zamiast krysztalow o
postaci iglastej, powstajacych przy wy-
Yacznem stosowaniu dodatku soli glino-
wych, otrzymywaé krysztaly wicksze o
wlasciwej postaci. W zaleznosci od doboru
stosunku ilosciowego pomiedzy sola glino-
wa i sola, stanowiaca dodatek, przy okre-
slonej szybkosci krystalizacji i przy okre-

czg$ciowo zapomoca odpowiednio

$lonem dopuszczalnem stezeniu kwasu
mozna tak wplywaé na rozmaite szybkosci
narastania krysztalu w kierunku jego osi
podtuzneij i osi poprzecznych, iz otrzymana

's61 odpowiada. zadanym warunkom zarow-

no. co do wielkosei, jak i ksztaltu kryszta-
tow, dzieki czemu zapobiega si¢ tamaniu
sie krysztaléw. Poza tem przez odpowiedni

dobér ilosci dodatkéw mozna zmieniaé w

szerokich granicach warunki wyparowywa-
nia, szybko§é wyparowywania i stezenie
kwasowe, bez obawy, aby zadany ksztalt
krysztaléw ulegl zmianie w sposob godny

.. uwagi. Stosuje sie np. 0,05 do 1% soli ku-
" chennej, siarczanu magnezu lub siarczanu

cynku i 0,005 do 0,02% Al,O; (w postaci
soli), wszystko w obliczeniu na rozpuszczo-
ny siarczan amonu.

Stosowanie mieszaniny dodatkéw, w
przeciwienistwie do stosowania jako dodat-
ku tylko soli glinowych, wykazalo zatem
znaczne korzysci przemystowe, przyczem
dzieki wynalazkowi zostato wogéle umozli-
wione wytwarzanie w, pewnych ‘warunkach
siarczanu amonu w postaci duzych kny-
sztaléw w sposéb optacajacy sie.

Przyktad . W wyparniku Simplex, o-
grzewanym zapomoca pary o ci§nieniu 1,3
do 1,4 atm, wyparowuje sie pod cisnieniem

" okolo 0,5 — 0,6 atm roztwér siarczanu a-

monu, zawierajacy okoto 500 g soli w li-
trze, az do wypadania tej soli Do roz-
tworu dodano uprzednio, liczac na kazdy
litr, 0,16% wolnego kwasu siarkowego, a
poza tem w stosunku do ilosci siarczanu a-
monu — 0,1% siarczanu sodu w postaci
rozpuszczonej i 0,01% tlenku glinu w po-
staci roztworu sianczanu glinu. Krysztaly,
otrzymane z masy solnej, posiadaja stosu-
nek grubosci do diugosci = okoto 1:5,
podczas gdy przy dodatku tylko soli gli-
nowej stosunek ten wynosi 1:8,
Przyklad II. Roztwér siarczanu amo-
nu o takiemze stezeniu, jak w przykladzie
I, wyparowuje si¢ przy takiej samej zawar-
tosci kwasu, w takich samych warunkach



do tego samego stezenia. Przéz dodanie
roztworu siarczanu potasu i roztworu siar-
czanu glinu wprowadzono uprzednio do
roztworu 0,1% siarczanu potasu i 0,01%
tlenku glinu. Krysztaly, otrzymane z papki
solnej, posiadaja stosunek grubosci do
swej dlugosci rowny okolo 1 :4.

Przyktad III. Roztwér siarczanu amo-
nu o stezeniu takiem, jak w przykladzie I,
wyparowuje si¢ w takich samych warun-
kach, przy takiej samej zawartosci kwasu
do tego samego stezenia roztworu. W po-
staci roztworu siarczanu magnezu i roz-
tworu siarczanu glinu wprowadzono u-
przednio do roztworu 0,1% siarczanu ma-
gnezu i 0,01% tlenku glinu. Krysztaty, o-
trzymane z papki solnej, posiadaja stosu-
nek grubosci do swej dlugosci réwny oko-
fo 1:5.

Przyktad IV. Roztwér siarczanu amo-
nu o takiem samem stezeniu, jak w przy-
ktadzie I, wyparowuje si¢ przy takiej sa-
mej zawartosci kwasu, w takich samych
warunkach do tego samego stezenia roz-
tworu. Do roztworu tego dodano uprzednio
0,1% siarczanu cynku i 0,1% tlenku gli-
nu (w postaci roztworu siarczanu glinu).
Krysztaly, otrzymane z papki solnej, po-
siadaja stosunek grubosci do swej dlugo-
$ci réwny okoto 1:4 do 1:5.

Przyktad V. Roztwér siarczanu amo-
nu o takiem samem stezeniu, jak w przy-
ktadzie I, wyparowuje si¢ przy takiej sa-
mej zawarto$ci kwasu, w takich samych
warunkach i przy takiem samem stezeniu
roztworu. Do roztworu tego dodano u-

przednio 0,1%, siarczani manganu i 0,01 %
tlenku glinu (w postaci roztworu siarczanu
glinu). Krysztaly, otrzymane z papki sol-
nej, posiadaja stosunek grubosci do swej
dlugosci réwny okoto 1:4 do 1:5.

Zastrzezenia patentowe.

1. Sposéb wytwarzania siarczanu amo-
nu w postaci duzych krysztaléw przez wy-
parowywanie roztworu siarczanu amonu o
matej zawartosci kwasu, znamienny tem, ze
do roztworu siarczanu amonu dodaje sie
nieznaczne iloéci rozpuszczalnej w wodzie
soli glinu, a oprécz tego mieznaczne ilosci
rozpuszczalnej w wodzie soli manganu.

2. Odmiana sposobu wedlug zastrz. 1,
znamienna tem, Ze do roztworu siarczanu
amonu zamiast rozpuszczalnej w wodzie
soli manganu dodaje sie nieznaczne ilosci
rozpuszczalnej w wodzie soli sodu, magne-
zu lub cymku.

3. Sposob wedtug zastrz. 1 lub 2, zna-
mienny tem, ze stosuje si¢ 0,005 do 0,02%
(np. 0,01%) tlenku glinu w postaci rozpu-
szczalnej w; wodzie soli glinowej oraz 0,05
do 1% (np. 0,1%) innej soli dodatkowej,
przyczem iloéci te oblicza sig w stosunku
do zawartej w roztworze ilosci siarczanu
amonu.
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